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Les Nitrures d’éléments Ill (GaN, AIN, InN et leurs alliages) sont les matériaux de base pour la
fabrication de diodes électroluminescentes et de lasers émettant dans le visible. Ces
dispositifs sont la plupart du temps basées sur des hétérostructures orientées le long de
I’axe c de la structure wurtzite. Dans cette orientation, dite polaire, I'influence des champs
électriques internes est maximale. Dans cette présentation nous nous attacherons a décrire
la microstructure de nanostructures semipolaires, c’est a dire avec I'axe c incliné par rapport
a la direction de croissance ce qui permet de réduire les effets des champs électriques. 2
types d’hétérostructures seront étudiés par microscopie électronique en transmission
(MET): des puits et fils quantiques de GaN dans une matrice d’Al(Ga)N et des puits
guantiques InGaN dans une matrice de GaN. Les morphologies, compositions et les
phénoménes de relaxation seront investiguées en utilisant un ensemble de techniques de
MET: haute résolution, contrastes de diffraction, EDX... Des résultats de
cathodoluminescence compléteront les résultats MET.



